
空気中の酸化で 
 SiC を経由するか不明 

 平成２６年度 研究内容 

Al4SiC4の酸化反応とその機構 
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 平成２６年度 研究成果 

大気焼成でAl4SiC4の粒子表面に 
      酸化皮膜（SiO2）の形成が期待 

CO雰囲気下 Al4SiC4の酸化 

・・・２段階で進む 

背景 

Al4SiC4の酸化の機構について検討 

目的 

SiCが生成するなら・・・ 

• 炭素含有耐火物の機能性添加剤 
• Al4SiC4セラミックス 
 

    ・・・・などへ適用に向けた酸化特性の把握 

Al4SiC4酸化試験と解析 Al4SiC4の酸化反応の律速過程の解明 

Al4SiC4完全酸化 
重量増加率 43.5% 

酸化遅い 

徐々に酸化 

ほぼ酸化 1000°C から 1200°C 
    酸化加速 

1000°C で徐々に酸化 

過程を反応率で解析 

 Al4SiC4の空気酸化過程でSiCを生成 

 1200°Cで完全に酸化する 

 1000°Cまで酸化反応は拡散律速で進行 

 

 

 

 SiC由来の皮膜が酸化保護層として働く 

拡散律速モデルが線形で近似 
        ⇒Al4SiC4の保護酸化 
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